BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , a d 02 





Prioritatsbescheinigung Uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 
IPC: 



102 00 932.5 
12. Januar2002 

Philips Corporate Intellectual Property 
GmbH, Hamburg/DE 

Diskretes Halbleiterbauelement 
H 01 L 23/482 



Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 




MOnchen, den 18. Juli2002 
Deutsches Patent- und Markenar 
Der President 



BEST AVAILABLE COI|JyJ 




PRIORITY 
DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b) 




Philips Corporate Intellectual Property GmbH \ wM]$$JiJ PHDE02 0012 



BESCHREIBT TKSd 

Diskretes Halbleiterbauelement " • 

Die Erfindung betriflt ein diskretes Halbleiterbauelement, iAsbesoridere einen magnetore- 
sistiven Sensor, mit einer aktiven Schaltung, die in einer aktiven Schicht auf der Oberfla- 
. che eines Substrates vorgesehen ist, mindestens einem Bdndpad, der jeweils eine Bon- 
dungsflache fiir einen Bonddraht bildet, und elektrischen Verbindungen zwischen dem 
mindestens einen Bondpad und der aktiven Schaltung. 

Ein solches diskretes Bauelement in Form eines magnetoresistiven Sensors ist in der Lay- 
out-Darstellung der Fig. 1 gezeigt. Magnetofesistive Sensoren dienen zur Messung von 
Grofien wie Winkel, Phasenlage, linearer Position und Drehgeschwindigkeit von aktiven 
oder passiven Zahnradern, wobei der anisotrope magnetoresistive EfFekt ausgenutzt wird. 
Von einer aktiven Schicht, mit 10 bezeichnet, fuhren elektrische Verbindungen, beispiels- 
weise 20, zu Bondpads 12, 14, 16, 18, die im allgemeinen aus Aluminium oder einer AIu- 
miniumlegierung bestehen, auf denen ein metallischer Bonddraht, vorzugsweise aus Gold 
oder einer Goldlegierung, ublicherweise in einer Ball- oder Wedge-Bondung aufgebracht 
wird, damit eine elektrische Kdntaktierung des Chips zu seiner Umgebung erfolgen kann. 
Diese Bondpads sind ebenso wie die aktive Schicht auf einem Chip nebeneinander ange- 
ordnet. Bondpads diirfen typischerweise eine minimale Grofie von 60 urn * 60 urn bis 100 
jim * 100 urn nicht unterschreiten und nehmen somit einen signifikanten Bereich der ge- 
samten Chipflache ein. Weiter bestimmt ihre im Chiplayout definierte Lage, in welche 
Gehauseformen die Chips eingesetzt werden konnen, was die Flexibilitat bezuglich der 
Verwendung des Chips in verschiedenen Gehausetypen stark einschrankt. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenderi Erfindung, das eingangs beschriebene diskrete Halb- 
leiterbauelement so auszugestalten, dafi die Chipflache erheblich verkieinert wird, verbun- 
den mit einer Erhohung der Flexibilitat fur die zu nutzenden Gehauseformen. 



Diese Aufgabe wird durch ein diskretes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 gelost. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteranspruche. Ein Verfkhren zum 
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Herstellen eines solchen diskreten Halbleiterbauelementes ist in Anspruch 7 beschrieben. 

Erfindungsgemafi ist vorgesehen, dafi das Bondbad oder die Bondpads iiber der aktiven 
Schicht angeordnet ist bzw. sind. Dieses "Bondpad on Active" ist fur integrierte Schaltkrei- 
se bekannt und beispielsweise in der WO00/35013 beschrieben. Es wurde bisher aber noch 
nie bei diskreten Halbleiterbauelementen angewandt, weil befurchtet wurde, dafi durch das 
Bonden die darunterliegenden empfindlichen Schichten geschadigt wtirden. Es hat sich 
gezeigt, dafi dies vermieden werden kann.Erfindungsgemafi lafit sich damit nun eine 
deutliche Verkleinerung der benotigten Chipflache erreichen, die nun im wesentlichen 

durch die Flache der aktiven Schicht definiert ist. '•' * 

. » 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung kanh das Bondpad bzw. konnen die Bondpads die 
aktive Schicht im wesentlichen vollstandig uberdecken. Dies hat den Vorteil, dafi eine 
Bondverbindung in nahezu alle Raumrichtungen erfolgen kann 5 wodurch es moglich wird, 
verschiedenste Gehauseformen zu verwenden, ohne das Layout des Chips zu verandern. 
Mit dieser Ausgestaltung der Erfindung kann auch die EMV-Empfindlichkeit von ma- 
gnetoresistiven Sensoren deutlich verringert werdfen, ohne dafi eine zusatzlich eingebrachte 
Metallisierungslage notig ware. Die Bondpads haben abschirmende Wirkung gegen ein- 
strahlende hochfrequente Wechselfelder und kapazitive Wirkung mit der gegebenenfalls 
darunterliegenden passivierenden Schicht, durch die auch die elektrischen Verbindungen 
von den Bondpads zur aktiven Schicht durchkontaktiert sind. 

Die passivierende Schicht weist bevorzugt Siliziumoxid oder Siliziumnitrid auf und erzeugt 
eine kapazitive Wirkung mit den Bondpads. Die Bondpads konnen dabei aus Aluminium 
oder einer Aluminiumlegierung bestehen. • 

Die Bonddrahte, die an den Bondpads angebracht sind, bestehen bevorzugt aus Gold oder 
einer Goldlegierung. 

Ein Verfahren zum Herstellen eines diskreten Halbleiterbauelementes weist folgende 
Schritte auf: 
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- Bereitstellen eines Substrates mit einer aktiven Schicht, die' eine aktivc Schaltung auf- 
weist; 

- Aufbringen einer passivierenden Schicht auf die aktive Schicht; 
und ist gekennzeichnet durch 

- Anordnen eines oder mehrerer Bondpads auf der passivierenden Schicht; und 

- Durchkontaktieren von elektrischen Verbindungen von dem Bondpad oder den 
Bondpads zur aktiven Schaltung. 

Die Erfindung kombiniert vorteilhaft die signifikante Reduzierung der Chipflache, die 
Unabhangigkeit von bestimmten Gehauseformen sowie gegebenenfalls das Nutzen der 
dann genugend grof? auszufiihrenden Bondpads als elektromagnetische Abschirmung. Zu 
berucksichtigen ist bei dem letzteren Punkt allerdings, dag die parallele Ankoppelung der 
magnetoresistiven Widerstandsstrukturen Uber die sich atxsbildenden Kondensatoren nicht 
zu Zeitkonstanten des Gesamtsvstems fiihren, die in unerwiinscht langsamen Verhalten des 
15 Sensors oder in unerwunschte Schwingungen mUnden. 



10 



Im folgenden soli die Erfindung anhand der Zeichnung naher erlautert werden. Es 



zeigen: 



Fig. 1 ein Layout eines magnetoresistiven Sensors nach dem Stand der Technik; 

20 Fig. 2 das Layout eines magnetoresistiven Sensors als einer Ausfuhrungsform der 

vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3 in Teilbildern (a) und (b) verschiedene Moglichkeiten, Bonddrahte anzu- 

ordnen. 

15 Fig. 2 zeigt die erfindungsgemafie Anordnung von Bondpads .12, 14, 16, 18 auf der akti- 
ven Schicht 10 eines magnetoresistiven Sensors. Die Bondflachen 12, 14, 16, 18 sind so 
gestaltet, dafi sie die aktive Schicht 10 im wesentlichen uberdecken. Hierdurch ergibt sich 
die abschirmende Wirkung der Bondpads 12, 14, 16, 18. Weiterhin bietet das Layout va- 
riable Moglichkeiten, Bonddrahte zu kontaktieren. 



0 



Zwei Beispiele sind in Fig. 3(a) und Fig. 3(b) gezeigt. Fig. 3(a) zeigt Bonddrahte 22, 24, 
26, 28, die alle auf derselben Seite der aktiven Flachen an den Bondpads 12, 14, 16, 18 
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kontaktiert sind. Ohne Anderung des Layouts ist es moglich, eine Kontaktierung abwech- 
selnd auf beiden Seiten der Bondpads vorzusehen, so dafi beispielsweise, wie dort darge- 
stellt, die Bonddrahte 22, 26 und die Bonddrahte 24, 28, die an den Bondpads 12, 16 
bzw. 14, 18 festgelegt sind, an gegeniiberliegenden Seiten der aktiven Flache 10 kontak- 
5 tiert sind. 



Das erfindungsgemafie diskrete Halbleiterbauelement kann uberall dort eingesetzt werden, 
wo die entsprechenden diskreten Halbieiterbauelemente, die das "Bondpad on Active" 
nicht verwenden, auch ihren Einsatz findeh. 




r 
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PATENTANSPROCHE 



1. Diskretes Halbleiterbauelement, insbesondere magnetoresistiver Sensor, mit 
einer aktiven Schaltung, die in einer aktiven Schicht (10) auf der Oberflache eines 
Substrates vorgesehen ist, ' 

mindestens einem Bondpad (12, 14, 16, 18), der jeweils eine Bondungsflache fur 
5 einen Bonddraht (22, 24, 26,28) bildet; und 

elektrischen Verbindurigen (20) zwischeri deni mindestens einem Bondpad und 

der aktiven Schaltung, 
dadurch gekennzeichnet , dafi das Bondpad oder die Bondpads (12, 14, 16, 18) uber der 
aktiven Schicht (10) angeordnet ist bzw. sind. 

io 

2. Dislcretes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , dafi das Bondpad bzw. die Bondpads (12, 14, 16, 18) die aktive 
Schicht (10) im wesentlichen vollstandig Iiberdecken. 

15 3 . Diskretes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet , daft die elektrischen Verbindungen durch eine passivierende 
Schicht zur aktiven Schicht (10) durchkontaktiert sind. 

4. Diskretes Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, 

20 dadurch gekennzeichnet , dag die passivierende Schicht Siliziumoxid oder Siliziumnitrid 
aufweist. 

5. Diskretes Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet. dafi die Bondpads (12, 14, 16, 18) aus Aluminium oder einer 
25 Aluminiumlegierung bestehen. 
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6. Diskretes Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafi der Bonddraht (22, 24, 26, 28) aus Gold oder einer Goldle- 
gierung bestehet. 

5 

7, Verfahren zum Herstellen eines diskreten Halbleiterbauelementes mit den Schrit- 
ten: 

Bereitstellen eines Substrates mit einer aktiven Schicht, die eine aktive Schaltung 
aufweist; 

10 - Aufbringen einer passivierenden Schicht auf die aktive Schicht; 

gekennzeichnet durch 

Anordnen eines oder mehrerer Bondpads auf der passivierenden Schicht; und 
Durchkontaktieren von elektrischen Verbindungen von dem Bondpad oder den 
Bondpads zur aktiven Schaltung. 



15 




Fig. 1 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Diskretes Halbleiterbauelement 

Ein diskretes Halbleiterbauelement, insbesondere magnetoresistiver Sensor, mit einer ak- 
tiven Schaltung, die in einer aktiven Schicht auf der Oberflache eines Substrates vorgese- 
5 hen ist, mindestens einem Bondpad, die jeweils eine Bondungsflache fur einen Bonddraht 
bilden; und elektrischen Verbindungen zwischen dem mindestens einem Bondpad und der 
aktiven Schaltung, ist dadurch gekennzeichnet, daft das Bondpad oder die Bondpads iiber 
der aktiven Schicht angeordnet ist bzw. sind. 
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Fig. 2 
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